NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

Diffusionslegierter

GERMANIUM - PNP -

HF - TRANSISTOR

fiir AM-, FM- und FS-ZF-Verstdrker sowie
fiir UKW-, KW-, MW- und LW-Vor- und Mischstufen

-

Mechanische Daten:

Gehduse: Metall,

o

AF 121

18 B 4 DIN 41 876, 0 048
jedoch abweichende max
AnschluBfolge @I L
48
Der AnschluB s ist mit dem max == }
Gehéuse leitend verbunden. A
Ma3angaben in mm. ; | |
-t 254 i | = 88max ¢ 127min e -
1 ! YX 720089
le58max !
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung -UCB o = max. 25 Vv
Kollektor-Emitter-Sperrspannung _UCE R = mex. 25 V
Kollektorstrom, Scheitelwert -IC M = max. 15 mA
Gesamtverlustleistung bei eU = 45%
ohne Kiihlschelle tot = max. 67 mW
mit Kiihlschelle 56 263 tot = max. 95 mW
Sperrschichttemperatur 6J =max. 75 °C
Vorwidrtssteilheit .
bei -Uop = 5V, Ip=2mA, £= 100 MHz |y21b| 34 mS
bei -UCE =10V, IE =3 mA, f = 35 MHz |y21e| 80 mS
bei -Usp= 5V, Ip=2ma, f=10,7 MAz 72161 70 mS
bei -UCB = 5V, IE =2 mA, f = 450 kHz |y2lel 73 mS
Transit-Frequenz
bei -UCE =10V, IE =3 mA fT = 270 MHz
Der Transistor AF 121 kann auf
Wunsch auch unter der Typenbe- ? 048
zeichnung AF 121/07 mit Geh#use max
18 A 4 (T0-72) geliefert werden.
—
Abweichende Daten: < —
. (]
Ptot 2 max. 60 mW bei 8U =30¢C
L U z 0,75 grd/mwW 53max ¢ 127min
VX720036.2
Ryg= 0,40 grd/mw
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M3



AF ]2" NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

Absolute Grenzwerte: (gtiltig bis %5 .. )

Kollektor-Sperrspannung bei Igp = 0: -Ucg o = max. 25V
Kol1ektor—metter—Sperrspannung
bei By/Ry S 100, Ry 2 200 Q: <Ucg g = max. 25V
Kollektorstrom, M;ttelwert: -Ig gy = max., 10 mA
Kollektorstrom, Scheitelwert: -Ic y = max. 15 mA
Emitterstrom, Mittelwert: Ig oy = max. 10 mA
Emitterstrom, Scheitelwert: Ip y = max. 15 mA
negativer Emitterstrom: 'IE = max. 1 mA
Gesamtverlustleistung: Piot = max. 140 mW
Sperrschichttemperatur: ¥ = max. 75 °C 1)
Lagerungstemperatur: SS = min. -55 °C
8 = max, 75 °C
Wirmewiderstand:
Wdrmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung
ohne Kiihlschelle: Repg = 0,45 grd/mw
mit Kilhlschelle 56 263: Bip vy = 0,32 grd/mw
Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht und GehHuse: Rip g = 0,22 grd/mw
150
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1) Kurzzeitige Uberschreitungen bis 35 = max. 90 °C, jedoch nicht als Betriebs—
vert, sind zugelassen.
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN AF ]2]

Kennwerte: bei 8U = 25°C, sofern nicht anders angegeben

Kollektor-Reststrom

bei ~Usp = 10 V, I = 0: “Iep o . 1,2 (2 8) A

bei -Upp = 10 V, I =<0, 8; = 75°¢: “Igp o = 150 pA
Basisstrom <

bei -U.p =10V, I; = 3 mA: -1 = 40 (: 100) nA

bei -Upp = 5V, I = 2 mA: -1 = 25 (= 60) pA
Basisspannung

bei -U.p =10V, I, = 3 mA: ~Upp = 320 (280...380) mv

bei U= 579, I, = 2 mA: ~Upg = 310 (260...360) mv
Transit-Frequenz

bei -UCE =10 Vv, IE = 3 mA, fM = 35 MHz: fT = 270 MHz
Rickwirkungskapazitidt

bei -Uop = 10V, I = 1 mA, f = 450 kHz: -Cip, = 0,45 (0,25...0,65) pF

MeBschaltung als UKW-Vorstufe, f = 100 MHz

R, = 5k 1 —O +10,3V

R = 600

R, wird so gewdhlt, daB die C, = C2 = 05 e 06 = 1 nF L1 = 0,18 uH
Parallelschaltung aus R _ _
und Schwingkreis einen €3 = 5...25 pF Ly = 0,18 uH
Lastwiderstand RL = 3,3 kR C4 = 2...10 pF L3: FXC-Breit-
ergibt. band-Drossel

Die Leistungsverstirkung in dieser MeBschaltung betrigt 19 (g 17) dB;

die Rauschzahl ist F = 4,5 (é 6) dB, fiir minimale Rauschzahl ist der eingangs-
seitige AbschluBleitwert des Transistors 11-j6 mS.
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AF 121

NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

Kennwerte, Fortsetzung: (bei 9y = 25 °C)
Vierpol-Koeffizienten bei -Uep = 5.V, Ip = 2 mA, f = 450 kHz:
211 = 0,8 (0,4...1,5) =8 |y12e|= 1,7 (1,1...2,4) 8
byje = 130  (85...230) S -919¢ = 90°
822¢ = 0,8 (0,5...2,0) 8 |y21e|- 73 (70...76) mS
boge = 7,8 (5...10) 8 -921e 1°
Vierpol-Koeffizienten bei —Ucg = 5V, Ip = 2 mA, f = 5,5 MHz:
€11e = 140 (0,45...1,8) mS |y128'- 21 (14...29) .8
byje = 1,55 (1,0...2,8) mS ~P10e = 90°
2200 = 5 (1,5...10) u8 |y219|- 71 (69...76) mS
bpse = 90 (70...118) .8 -931¢ = 10° (5°..16°)
Vierpol-Koeffizienten bei -Ucg =_ 5V, Ip = 2 mA, £ = 10,7 MHz:
€17 = 1s3 (0,5...1,7) =S |y12e'= 40 (28.4.57) 48
bjje = 3,0 (2,0...5,4) mS 9130 = 90°
220e = 13 (4...28) s |y21,|- 70 (65...76) ms
byse = 170 (130...215) 8 9916 = 13°  (7°..20°)
Vierpol-Koeffizienten bei -Ucp = 10V, Ip =3 mA, f = 35 MHz:
g17¢ = 6,5 (4...9) mS |T12¢| = 100 (80...140) us
bije = T»7 (4,4...12) mS -§12e = 100° (90°...110°)
823 = 100 (50...160) uS |21¢)= 80  (63...100) nms
bys, = 400 (220...550) S 921 = 38° (20°...55%)
Vierpol-Koeffizienten bei -Upp =_ 5 Y, Ip = 2 mA, f = 100 MHz:
g11p =~ 32 (16...60) =ms |712p| = 320 (200...450) s
-byyp = 22 (16...28) =S -910p = 120° (100°...140°)
ggop = 250 (120...400) u8 |[v21p|= 3¢  (20...50) =s
by, = 1,0 (0,63...1,25) mS 9o1p = 110° (105°%...120°)
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN
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AF ]2" NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN
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AF 121

NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

AF 121
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN AF ]2]
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

Diffusionslegierter

GERMANIUM - PNP - HF - TRANSISTOR
fir FS-ZF-Verstéirker-Endstufen

Mechanische Daten:
Geh#use: Metall, 18 B 4 nach DIN 41 876,
jedoch abweichende AnschluBfolge

Der AnschluB s ist mit dem
Metallgeh#use verbunden.

Magangaben in mm.

AF121S

Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung -Ucp o = max. 32 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -Ucg g = max. 32 V
Kollektorstrom, Scheitelwert -Io u max. 15 mA
Gesamtverlustleistung bei % = 45°C

ohne Kiihlschelle Pyt = max. 105 mW

mit Kifthlschelle 56 263 Piot = max. 150 mW
Sperrschichttemperatur 85 max. 90 ©C
Vorwlirtssteilheit

bei -Ugg = 10 V, Iy = 3 mA, f = 35 MHz [¥21el 80 mS
Transit-Frequenz

bei —UCE = 10 V, lE = 3 mA fT 270 MHz

VALVO TRANSISTOREN 12.70




AF 12] S NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

Absolute Grenzwerte: (gHltig bis 8y -u)

Kollektor-Sperrspannung bei Ig = 0: -Ucp 9 = max. 32 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
bei By/Bg < 100, By 2 200 a: -Ucg g = max. 32 V
Kollektorstrom, Mittelwert: ~Ig oy = max. 10 mA
Kollektorstrom, Scheitelwert: ~Icy =max. 15 mA
Emitterstrom, Mittelwert: Ip oy = max. 10 mA
Emitterstrom, Scheitelwert: Ip u = max., 15 mA
negativer Emitterstrom: -Ig = max. 1 mA
Gesamtverlustleistung: Piot = max. 150 mW
Sperrschichttemperatur: 33 = max. 90 °C
Lagerungstemperatur: 8g = min. -55 ©°C
8g = max. 75 ©°C
Wiérmewiderstand:
Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht und Gehffuse: Bp 6 s 0,20 grd/mW
W¥rmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung
ohne Kthlschelle: Bip u s 0,43 grd/mW
mit Klhlschelle 56 263: By y S 0,30 gra/m¥W
150 Y
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

Kennwerte: (bei ¥ = 25°C, sofern nicht anders angegeben)

Kollektor-Reststrom
bei —UCB =10V, IE‘= 0:

bei -Ugg = 10 V, Ig = 0, 9;
Basisstrom und Basisspannung

bei -Ugg = 10 V, Ip = 3 mA:

bei -UCE =5 V, IE = 2 mA:

RYckwirkungskapazit&t
bei -Upg = 10V, Igp = 1 mA,

Transit-Frequenz
bei -Ugg = 10 V, Ig = 3 mA,

Vierpol-Koeffizienten
bei -Ugg = 10 V, Ip = 3 mA,

= 90°C:

f = 450 kHz:

fy = 35 MHz:

f = 35 MHz:

1) { fF = 1 Femtofarad = 10~15 F

-Icp o
-Icp o

-Iy
-Upg
-IB

-Upg

-Cy2e
Iy

€11e
bije
clle
|y12e|
~P12e
|y21e|
~%21e
822e
b22e
Cage k

AN

1,2 (5 8) bA
450 pA
40 (£ 100) Y
320 (280...380) mV
25 (S 60) A
310 (260...360) mV
450 (250...650) fF
270 MHz
6,5 (4...9) mS

7,7 (4,4...12) =S
35 (20...55) pF
100 (60...140) uS
100°(90°...110°)
80 (63...100) mS
38°(20°...55°)
100 (50...160) usS
400 (220...550) uS
1,8 (1,0...2,5) pP

AF121S

1)

VALVO TRANSISTOREN
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AF 239 S

GERMANIUM - PNP - HF - TRANSISTOR
in Mesatechnik,

fiir Vorstufen bis einschlieBlich FS-Bereich V

-

Mechanische Daten:
Geh¥use: Metall, JEDEC T0-72, 18 A 4 nach DIN 41 876

Der AnschluB s ist mit dem
Metallgeh¥use verbunden.

MaBangaben in mm.

? 048
max

53max ¢ 127min

VX 720036

v
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung -Ucp ¢ = max. 20 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung ~Ucg ¢ = max. 15 V
Kollektorstrom -Ig = maxX. 15 mA .
Gesamtverlustleistung bei %y = 45 °C Pioy = max. 60 mW
Sperrschichttemperatur 85 = max. 90 °C
Transitfrequenz

bei ~Upp = 10 V, -Ip = 2 mA fp = 780 MHz
Leistungsverstdrkung in Basisschaltung

bei -Ugp=10V, —Io=2mA, £=800MHz, By=2kQ vp = 15 a8

bei -Ugg=10V, -I=2mA, f=900MHz, R;=0,5kQ Vp = 12 dB
BRauschzahl

bei -Ugg=10V, -Ig=2mA, £=800MHz, R =60Q F < B

bei -Ugg=10V, -Ig=2mA, £=900MHz, B,=60Q F s 6 db

VALVO TRANSISTOREN 12.70
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AF 239 S

Absolute Grenzwerte: (gﬂltig bis $, max)

Kollektor-Sperrspannung bei Ip = 0: -Ucp o =~ max. 20 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei Ig = 0: -Ucg o =~ max. 15 V
Emitter-Sperrspannung bei Ic = O: -Ugg ¢ = max. 0,3 V
Kollektorstrom: -Ig = max. 15 mA
Emitterstrom: Ip = max. 15 mA
Gesamtverlustleistung: Piyt = max. 60 uW
Sperrachichttemperatur: 3y = max. 90 ©°C 1)
Lagerungstemperatur: 3g = min. -30 ©°C
8g = max. 75 °C
W¥rmewiderstand:
WHrmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung : Bip v S 0,75 grd/=W
Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht und GehZuse: Bih G < 0,4 grd/mW
Fhwnxu
(mw)
60
A\
A
\
N
40
N
N
N
N
I
20 N\
1
! \
I : N
i NN N
i I T
: i N A O O I N
[ I i IR R N
0 RN R I I
0 20 40 60 80 9,(cc) 100

1) Kurzzeitige Uherschreitungen bis 95 = max, 100 °C, jedoch nicht als

Betriebswert, sind zugelassen.
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Kennwerte:

(bei 85 = 25°C)

Kollektor-Reststrom bei -Usg = 20 V, Ugp = 0:

Kollektor-Emitter-Reststrom
bei —UCE = 15 V, IB‘= 0:

Emitter-Reststrom bei -Ugg = 0,3 V, Ig = O:

Basisspannung

bei —UCE
bei -Upg
bei -Ugg
Basisstrom
bei -Upg
bei -Upg
bei 'UCE

=

10 v, -Ig
5V, -I¢
2V, -I¢

10 v, -Ig
5V, -Ig
2V, -Ig

Gleichstromverstlrkung

bei —UCE
bei —UCE
bei —UCE

10V, -Ig
5V, -Ig
2V, -Ig

Transit-Frequenz
bei —UCE =10V, —IC

Riickwirkungskapazitit
bei -Ugg = 10 V, -I,

Lpt

10

EEE

10

EEER

10

2 mA:

2 m, f

Leistungsverstéirkung bei -Ugp =
und f = 800 MHz, Ry

und £ = 800 MHz, Ry
und £ = 900 MHz, By

Rauschzahl bei -Ugp =
und f = 800 MHz, Rg

und f = 900 MHz, B

MeBschaltung
fiir Leistungsverstdrkung V
und Rauschzahl F
bei f = 800 MHz:

2 kQ:
= 500 Q:
500 Q:
10V, -Ig
= 60 Q:
= 60 Q:

P

= 450 kHz:

10V, -Ig = 2 mA

2 mA

-Icp s

-Icg o
-1gp o

-C12e

-l

<
-]

AF 239 S

= 0,5 (538) uA
< 500 HA
< 100 pA
= 350 mV
= 400 oV
g 480 mV
= 60 (£ 200) pa
= 167 A
g 1 mA
= 33 (2 10)

- 30

2 10

= 780 MHzZ
- 0,2 oF
= 15 dB
= 12,5 dB
- 12 (211) 4B
LS 5 aB
< dB

Leitungskreis
mit Auskopplung

—¢

600
Empfanger)
ist die Parallelschaltung z
des transformierten Lastwider- +Ues §§
standes mit dem Kreiswider- ®
stand, bezogen auf den Kollek- |
tor des Transistors L
Ucs
VALVO TRANSISTOREN 11’]%8
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AF 267

GERMANIUM - PNP - SEMIPLANAR -~ HF - TRANSISTOR
fiir Vor- und Mischstufen bis FS-Bereich V

Mechanische Daten:

Gehduse: Kunststoff, SOT-37

Das Geh#use erfiillt die —i
Kurzpriifung "Feuchte Wirme" e o

nach DIN 40 046 (Blatt 6), T T
Schiérfegrad 4

bzw. IEC 68-2-4, IV, g |
MaBangaben in mm, I_ /|8

7 3
Einbau und Létung: le—7 rmin —s-ke—— 10 min ——»1 SI

von 0,5 mm abgebogen wer-
den (natﬁr11cher Biegera-
dius, wie er sich beim Ab-
biegen von Hand ergibt,
ohne daB eine Zugkraft

auf die Anschliisse ausge-
bt wird).

Max. Kolben- bzw. Litbadtemperatur 300 C, max. Létdauer 3 s. Létung in belie-
bigem Abstand vom Gehduse, die Gehdusetemperatur darf an etwaigen Beriihrungs-
stellen 125°C nicht dberschreiten.

Die Anschliisse diirfen am i
Geh#duse mit einem Radius -
‘\{

Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung -UCB g = max. 20 V
Kollektor~Emitter-Sperrspannung -UCE o = mex. 15 V
Kollektorstrom -Ic = max. 10 mA
Gesamtverlustleistung bei SU = 45% Ptot = max. 60 mW
Sperrschichttemperatur SJ = max. 90 °c
Transit-Frequenz

bei _UCE =10V, -IC =2 mA fT = 780 MHz
Leistungsverstérkung in Basisschaltung

bei -U,, =10V, -I_, = 2 mA, f = 900 MHz v = 12 dB

CE c P

Rauschzahl )

bei ~Up = 10 V, -I, = 2 mA, £ = 900 MHz F < 6 dB

VALVO TRANSISTOREN 12.70



AF 267

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis SJ max)
Kollektor-Sperrspannung bei UBE = 0z -UCB g = max. 20 Vv
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0: —UCE o = max. 15 V
Emitter~Sperrsparmhung bei IC = 0: -UEB o = max. 0,3V
Kollektorstrom: -IC = max. 10 mA
Gesamtverlustleistung: Ptot = max. 60 mW
Sperrschichttemperatur: &J = max. 90 %
Lagerungstemperatur: SS = min. =30 °c
SS = max. 75 °c
Wirmewiderstand:
Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung: th U g 0,6 grd/mw
60
Ptot max
(mW)
N
\]
40
N
A
20
A
N
N
00 20 40 60 80 °
8,(°C)
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Kennwerte:  (bei 8, = 25°C

Kollektor-Reststrom

)

bei -Uop = 20 V, Uy = 0: Ty g = 0,8 (£ 15)
Kol1gktor-Emitter-Reststrom <

bei -UCE =15V, IB = 0: -ICE o = 500
Emitter-Reststrom <

bei -UEB = 0,3 V, IC = 0: -IEB o = 100
Basisspannung

bei 'UCE =10V, -IC = 2 mA: _UBE = 350
Basisstrom <

bei -UCE = 10 V, -IC = 2 mA: -I z 200

bei —UCE = 2V, -IC = 10 mA: -IB = 1
Gleichstromverstidrkung S

bei -UCE =10V, -IC = 2 mA: ; 10

bei -UCE = 2V, -IC = 10 mA: B = 10
Transit-Frequenz

bei -UCE =10V, -IC = 2 mA, fM = 100 MHz: fT = 780
Riickwirkungskapazitit

bei -UCE =10V, -IC = 2 mA, f = 450 kHz: -C12e = 0,4
Ausgangskapazitidt

bei —UCE =10V, -IC = 2 mA, f = 800 MHz: C22b = 0,5
Leistungsverstdrkung in Basisschaltung

bei -UCE =10V, -IC = 2 mA, ,

f = 900 MHz, R; = 500 Q, Rg = 60 Q: vp = 12 (£ 10,5)

Rauschzahl

bei -UCE =10 V, -IC = 2 mA, ‘

f = 900 MHz, Rg = 60 Q: F = 6

AF 267
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AF 267
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GERMANIUM - PNP - SEMIPLANAR - HF - TRANSISTOR
fiir Vor- und Mischstufen bis FS-Bereich V

Mechanische Daten:

Geh#use: Kunststoff, SOT-37

Maflangaben in mm.

AF 279

ta— 5 —ot 46 8 — lg
E c K
° ;
T B
(21} é'
~ 3
ol
r—r—i 1
VY 720081 L_____J_i_? }
Kurzdaten:
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -UCE o = max. 15 V
Kollektorstrom -IC = maX. 10 mA
Gesamtverlustleistung Ptot = max. 60 mW
Sperrschichttemperatur SJ = max. 90 °c
Transit-Frequenz
bei -UCE =10V, -IC = 2 mA fT = 780 MHz
Leistungsverstédrkung in Basisschaltung
bei -UCE =10V, -IC = 2 mA, f = 800 MHz Vp = 16 dB
Rauschzahl <
bei —UCE = 10 V, -IC = 2 mA, f = 800 MHz F = 5 dB

VALVO TRANSISTOREN



AF 279

)

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis §

J max
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei UBE = 0: _UCE g = max. 20 V
s bei IB = 0: -UCE o = max. 15 Vv
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: -UEB o = max. 0,3 V
Kollektorstrom: -IC = max. 10 mA
Basisstrom: -IB = max. 1 mA
Emitterstrom: IE = max. 11 mA
Gesamtverlustleistung: Ptot = max. 60 mW
Sperrschichttemperatur: SJ = max. 90 °
Lagerungstemperatur: 6s = min, -30 °
°
35 = max. 75
Wdarmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Rth U é 0,6 grd/mw
60
\ —
P!ol max \\
(mW)
N
AV
A
40 i
i
T
\
\
20
N
N\
\
\
\
00 20 40 0
6 80 9,(°C)
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AF 279

Kennwerte: bei 8U = 25°

Kollektor-Emitter-Reststrom

. <
bei -Uop = 20 V, Upy = 0: “Icg s : 1 (2 15) pA
bei ‘UCE =15V, IB = 0: -ICE 0o - 500 A
Emitter-Reststrom <
bei —UEB =0,3V, IC = 0: -IEB 0o = 100 pA
Basisspannung
bei —UCE =10V, -Ic = 2 mA: -UBE = 350 mV
bei -UCE = 5V, -Ic = 5 mA: -UBE = 400 mV
Basisstrom
bei —UCE =10V, -IC = 2 mA: -IB ‘ = 40 pA
bei -UCE = 5V, -IC = 5 mA: -IB = 110 A
Gleichstromverstidrkung N
bei -Uop = 10 V, -I, = 2 mA: B = 50 (£ 10)
bei -UCE = 5V, -IC = 5 mA: B = 45
Transit-Frequenz
bei -UCE =10V, —IC = 2 mA, fM = 100 MHz: fT = 780 MHz
Kollektorkapazitdt
bei -UCB =10V, IE =0, f =1 MHz: -Cc = 0,42 pF
Leistungsverstdrkung in Basisschaltung
bei -UCE =10V, —IC = 2 mA,
f = 800 MHz, RL = 2 kQ: Vp = 16 dB
Rauschzahl
bei -UCE =10 V, -Ic =2 mA, ‘
f = 800 MHz, Rg = 60 Q: F = 5 dB
MeBschaltung
fiir Leistungsverstérkung
und Rauschzahl:
Leitungskreis
mit Auskopplung
B
%99 i
—— mpfanger)
*Ues
.
-Ucs
VALVO TRANSISTOREN 12.70
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AF 280

GERMANIUM - PNP - SEMIPLANAR - HF - TRANSISTOR
fiir Mischstufen bis FS-Bereich V

Mechanische Daten:

Gehéuse: Kunststoff, SOT-37

MaBangaben in mm.

ja— 5 —ota- L6 -pia—— 8 —

15max

-

et

|
|

o
3
o | 024max

Kurzdaten:
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -UcE o = mex. 15 V
Kollektorstrom -IC = max. 10 mA
Gesamtverlustleistung Ptot = maX. 60 mW
Sperrschichttemperatur GJ = maX. 90 °c
Transit-Frequenz

bei -UCE =10V, -IC = 2 mA fT = 550 MHz
Leistungsverstidrkung in Basisschaltung

bei U, =10V, -I, = 2 mA, f = 800 MHz A = 14 dB

CE C P

Rauschzahl

bei -UCE =10V, -IC = 2 mA, f = 800 MHz F = 7 dB

VALVO TRANSISTOREN ]2]2(3)



AF 280

)

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis eJ o

ax
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei UBE = 0: -UCE g = max. 20 V
bei IB = 0: -UCE o = max. 15 V
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: -UEB o = max. 0,3 V
Kollektorstrom: -IC = max. 10 mA
Basisstrom: -IB = max. 1 mA
Emitterstrom: IE = max. 11 mA
Gesamtverlustleistung: Ptot = max. 60 mwW
Sperrschichttemperatur: GJ = max. 90 °
Lagerungstemperatur: 9 = min. -30 °
[
es = maXx. 75 C
Wérmewiderstand:
zwischen Sperr. hicht und Umgebung: Rth U é 0,6 grd /mw
60 N
\
Prot max \\
(mW) -
N
AN
\
40
\
\
N\
N
20
N
\
N
AY
\
00 20 0 60
4 80 0U(oc)
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Kennwerte: bei eU = 25%
Kollektor-Emitter-Reststrom <
bei -U,p = 20 V, Upp = 0: “Iep s z 1 (2 15) paA
bei —UCE =15V, IB = 0: -ICE 0o = 500 pA
Emitter-Reststrom <
bei -UEB = 0,3V, IC = 0: -IEB 0 = 100 uA
Basisspannung
bei -UCE = 10 V, -IC = 2 mA: -UBE = 370 mV
Basisstrom
bei -UCE =10V, -Ic = 2 mA: -IB = 80 pA
Gleichstromverstiérkung >
bei -U,_ = 10V, -I, = 2 mA: B = 25 (= 10)
CE C
Transit-Frequenz
bei -UCE =10V, -Ic = 2 mA, fM = 100 MHz: fT = 550 MHz
Kollektorkapazitdt
bei -UCB =10 V, IE =0, f =1 MHAz: -Cc = 0,42 pF
Leistungsverstdrkung in Basisschaltung
bei -UCE =10V, -IC =2 mA
und f = 800 MHz, RL = 2 kQ: Vp = 14 dB
und f = 800 MHz, RL = 500 Q: Vp = 12 dB
Rauschzahl
bei —UCE = 10 v, -IC = 2 mA
und Rg =60 Q, f = 800 MHz: F = 7 dB
und Rg =60 Q, f = 200 MHz: F = 3 daB
MeBschaltung
fiir Leistungsverstirkung
und Rauschzahl
bei f = 800 MHz:
P
60Q . .
Leitungskreis
mit Auskopplung
»—~£
60Q
Emptanger)
O-Ucs
VALVO TRANSISTOREN '%gg



NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

GERMANIUM - PNP - PLANAR - HF - TRANSISTOR

fiir Vor-, Misch~ und Oszillatorstufen
im UKW- und VHF-Bereich

-

Mechanische Daten:

Geh#use: Kunststoff, SOT-54
MaBangaben in mm.

AF 306

- j+—127min D048max
e f
——r—
52max fe— VE 12022
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung _UCB o = max. 25 Vv
Kollektor-Emitter-Sperrspannung —UCE o = max. 18 v
Kollektorstrom -IC = max. 15 mA
Gesamtverlustleistung bei 9 < 60% P, . =max. 60 mW
Sperrschichttemperatur SJ = max. 90 °c
Transit-Frequenz
b?l -UCB =12V, IE =1 mA fT = 280 MHz
Leistungsverstirkung S
bél -UCB =10 V, IE =3 mA, f = 200 MHz Vpb = 14 4B
Rauschzahl <
bei -UCB =12V, IE =1mA, f =200 MHz F = 7,5 4B

VALVO TRANSISTOREN

10.73
187




AF 306 NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

Absolute Grenzwerte: (ghltig bis 8 max)
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: -UCB o = max. 25 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0: -UCE ¢ = max. 18 V
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: -UEB ¢ = max. P,S v
Kollektorstrom: -Ic = max. 15 mA
Basisstrom: -IB = max. 1,5 mA
Gesamtverlustleistung bei SU é 60°cC: Ptot = max. 60 mw
Sperrschichttemperatur: eJ = max. 90 °c
Lagerungstemperatur: 9 = min. -30 °c
8 = max. 75 °c
Wdrmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: nth U é 0,5 K/mW
7% VS 739215
Plo( max
(mW)
50
25
0
0 25 50 75 9y (°C) 100
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN AF 306

Kennwerte: bei SJ = 25%
Kollektor-Reststrom <
bei Ip =0, -Uy, = 12 V: “Ipo = 2 (= 10) pA
Kollektor-Emitter-Reststrom <
bei Ip =0, Uy =18 V: “Teg o = 500 pA
Emitter-Reststrom <
bei IC =0, -UEB =0,3V: -IEB 0 = 100 LA
Basisstrom ) <
bei -U. =12 V, I = 1 mA: -1 = 40 (=100) pA
Transit-Frequenz
bei -UCB =12V, IE =1 mA, fM = 100 MHz: f’l‘ = 280 MHz
bei -Upp = 12V, I = 5 mA, f, = 100 MHz: £y = 500 MHz
Riickwirkungskapazitit
bei -Uop =12V, Ip = 1 mA, f = 450 kHz: “Cloe = 0,9 pF
Leistungsverstirkung (in Basisschaltung)
bei -U.. =10V, I_ = 3 mA, f = 200 MHz,
R CB “E > 1
L= 920 Q, Rg = 60 Q: vpb = 4 dB
Rauschzahl
bei -U =12 vV, ‘IE =1 mA, f = 200 MHz <
und R, = 60 0: F = 5 (= 7,5) dB
750 L1208 T T
|| HEEE
fr - _ ~Upat= 12V |
(MHz) Ucs =12V 2 . =200MHz| ]
fw=100MHz v Re = 1kQ [ |
.y
dB N RL =920Q L]
@8 / N [Rq = 60Q
P
500 7 10
/ \\\ \
/ N
N \
/ G |
/
250 /
I/ 10
¥
0 - -20
0 5 -IC (mA) 10 0 5 10 IE (mA)
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: AF 367

GERMANIUM - PNP - PLANAR - HF - TRANSISTOR
fiir Vorstufen bis FS-Bereich V

Mechanische Daten:

Gehduse: Kunststoff, SOT-37

MaBangaben in mm.

x|
g
€]
o}
i ]
3
ke—7 min —s-le—— 10min——»= £
i__;;;;__T_____1 5
[=)
]
o)
o~ | I | V¥ 720080 [}
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung —UCB g = max. 20 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -UCE o = max. 15 V
Kollektorstrom -Ic = max. 10 mA
Gesamtverlustleistung bei 9U = 45°C Ptot = max. 60 mW
Sperrschichttemperatur %J = max. g0 °c
Transit-Frequenz i
bei -UCB =10V, IE =2 mA fT = 800 MHz
Leistungsverstdrkung in Basisschaltung
bei -U__ =10V, I_ =2 mA, f = 900 MHz v = 12 dB
CB E P
Rauschzahl <
bei -UCB =10V, IE =2 mA, f = 900 MHz F = 6 dB
VALVO TRANSISTOREN 10.71
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AF 367

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis &

)

J max
Kollektor-Sperrspannung bei UBE = 0: -UCB g = max. 20 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0: —UCE o0 = max. 15 Vv
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: —UEB o = max. 0,3 V
Kollektorstrom: —IC = max. 10 mA
Basisstrom: —IB = max. 1 mA
Gesamtverlustleistung bei sU é 54°¢ Ptot = max. 60 mW
Sperrschichttemperatur: SJ = max. 90 °
Lagerungstemperatur: SS = min. -30 °
9 = max. 75 °
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Rth U § 0,6 grd/mW
75 Bl
Ptotmux
(mW)
N
50
25
\
N\
N
0
0 50 9y (°C) 100
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AF 367

o

Kennwerte: bei 8J =25"C
Kollektor-Reststrom <
bei -U.o = 20V, Upp <= 0: “Iegs = 2 (2 15) A
Kollektor-Emitter-Reststrom <
bei -Upp = 15V, Ip = 0: Tep o = 500 LA
Emitter-Reststrom <
bei -UEB = 0,3 V, IC = 0: -IEB 0 = 100 pA
Basisspannung
i - = = : - = 5
bei UCB 10 v, IE 2 mA: UBE 350 mV
Basisstrom <
i - = = : - = 20
bei UCB 10 v, IE 2 mA: IB < 0 wA
bei -UCB = 2V, IE = 10 mA: -IB = 1 mA
Transit-Frequenz
bei -UCB =10V, IE = 2 mA, fM = 100 MHz: fT = 800 MHz
Riickwirkungskapazitit
bei -UCB =10V, IE =2 mA, f = 450 kHz: -CIZe E 0,4 pF
Vierpol-Koeffizienten
bei -UCB =10V, IE =2 mA, f = 900 MHz:
Eingangsleitwert: Yi1p e 18 - jov mS
Rickwidrtssteilheit: ly12bl = 0,6 mS
o
“P12p = 90
Vorwidrtssteilheit: 'y21bl e 26 mS
P = 55°
21b
Ausgangsleitwert: Yoot = 0,5 + j3,5 mS
Leistungsverstdrkung in Basisschaltung .
bei -Up =10V, I = 2 ma, N
R '=500Q, R =600, f =900 MAz: v = 12 (£ 10,5) 4B
L g p
Rauschzahl
bei -UCB =10V, IE = 2 mA, <
Rg =60 Q, f = 900 MHz: F = 6 dB
VALVO TRANSISTOREN 10.71



AF 367

vZ 7131201

20 N2731202
¥
(dB)
10 " fr
(MHz) ~Ucg: 10V
T = 100 MHz
0 2 1000
Re = 1kQ
R %009
Ry :60Q \
-10 r :900MHz
\
-20 500 [f
-30 I
-40 : 0
) 5 I (mA) 10 0 5 Jg (ma) 10
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\LLY) AF 369

GERMANIUM - PNP - SEMIPLANAR - HF - TRANSISTOR
fir Misch- und Oszillatorstufen bis FS-Bereich V

Mechanische Daten:
Geh#iuse: Kunststoff, SOT-37

MaBangaben in mm.

o
]__l VY 72 0090

Kurzdaten: ’
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -UCE o = max. 15 v
Kollektorstrom -IC = max. 10 mA
Gesamtverlustleistung Ptot = max. 60 mw
Sperrschichttemperatur 8J = max. 90 °c
Transit-Frequenz

bei -UCE =10V, -IC =2 mA fT = 550 MHz
Leistungsverstirkung in Basisschaltung

bei U, =10V, -I =2 mA, f = 900 MHz v = 10,5 dB

CE C P

Rauschzahl

bei -UCE =10V, -IC =2 mA, f = 900 MHz F = 6,5 dB

VALVO TRANSISTOREN 10.71



AF 369

Absolute Grenzwerte: (gltig bis 9 max)
Kollektor-Sperrspannung bei UBE = 0: -UCB g = max. 20 V
Kollektor-Emitten~Sperrspannung bei IB = 0: -UCE o = max. 15 V
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: -UEB o = max. 0,3 V
Kollektorstrom: -IC = maX. 10 mA
Gesamtverlustleistung bei sU é 54°C: Ptot = max. 60 mW
Sperrschichttemperatur: BJ = max. 90 °c
Lagerungstemperatur: 9§ = min. -30 °c
SS = max. 75 °C
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Rth v = 0,6 grd/mW
75 772%
Ptotmux *
(mw)
N
50
25
'
A\
N
0
0 50 ¥y (°C) 100
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Kennwerte: bei SJ = 25%

Kollektor-Reststrom

bei _UCB =20V, qBE = 0: -ICB s
kollektor-Emitter-Reststrom

bei -UCE =15V, IB = 0: -ICE 0
Emitter-Reststrom

bei -Upp = 0,3V, I, = 0: “Ims o
Basisspannung

bei —UCE =10V, -IC = 2 mA: -UBE
_Basisstrom

bei —UCE =10V, —IC = 2 mA: -IB

bei -UCE =2V, -IC = 10 mA: —IB
Gleichstromverstirkung

bei -UCE =10 V, -IC =2 mA: B

bei -UCE =2V, -IC = 10 mA: B
Transit-Frequenz

bei -UCE =10V, -Ic = 2 mA, fM = 100 MHz: fT
Rickwirkungskapazitit

bei -UCE =10V, -IC = 2 mA, f = 450 kHz: -(312e
Ausgangskapazitit

bei -UCE =10V, -IC =2 mA, f = 800 MHz: C22b

Leistungsverstérkung in Basissbhaltung
bei —UCE =10V, -IC = 2 mA

A

A A "

v v

AF 369

0,8 (é 15) pA

500 pA
100 17
370 mV
200 pA
1 mA
10
10
550 MHz
0,4 pF
0,5 pF

10,5 (2 9) 4B

und RL = 500 Q, Rg =600, f = 900 MHz: Vp =
Rauschzahl
bei -U, . =10V, -I = 2 mA
und Rg =60 Q, f = 900 MHz: F B 6,5 dB
VALVO TRANSISTOREN 10.71



AF 369
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AFY 16

GERMANIUM - PNP - HF - TRANSISTOR

- in Mesatechnik
fiir Vor-, Misch- und Oszillatorstufen bis 860 MAz

Mechanische Daten:

Gehduse: Metall, JEDEC T0-18, 18 A 4 nach DIN 41 876

Die Abschirmung s ist
mit dem Metallgehiuse
verbunden,

MaBangaben in mm, t+—max. 5,3 -=mini2,7=—

|
il
-
—
¥ D
40,439
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung —UCB o = max, 30 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -UCE 0 = max, 25 Vv .
Kollektorstrom -I¢ = max. 8 mA
Gesamtverlustleistung bei Yy = 45 °c Piot = max. 60 mW
Sperrschichttemperatur 35 = max, 90 °c
Transit-Frequenz
bei -Upp = 12 V, -Ig = 1,5 mA fp = 550 MHz
Riickwirkungskapazitiit
bei Uep = 12 V, -Iz = 1,5 mA, f = 450 kHz ~Cioe = 0,25 pF
. -Ueg = 12V >
Leistungsverstirkung v < 10,2 dB
bei -Io = 1,5 mA p <
Rauschzahl F = 8 dB
f = 800 MHz

VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN ]2!6]61



AFY 16

Absolute Grenzwerte:

Kollektor-Sperrspannung bei Ig = 0: -Uog ¢ = maxe 30V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei Ig = 0: -Uog o = max. 25V
Emitter-Sperrspannung  bei Iy = 0: ~Ugg ¢ = max. 0,5 V
Kollektorstrom: =Ig = max. mA
Basisstrom: ~-Ig = max, 1 mA
Emitterstrom: Ip = max. mA
Gesamtverlustleistung bei 8y S 45 °C: Piot = max. 60 mW
Sperrschichttemperatur: 8 = max. 90 °C
Lagerungstemperatur: 3g = min, =30 °C
8g = max, 75 °C
Wirmewiderstlnde:
Wlrmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung: Ripop S 0,75 grd/mW
Wdrmewiderstand zwischen Sperrschicht und GehHuse: Ry ¢ S 0,40 grd/mW
%Imax
(W)
60
N
N\
40
N\
N
N\
N
20 A
N
N
N\
N
0
0 20 40 60 80 Y, €0 100
11.67 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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Kennwerte: (95 = 25 °C, sofern nicht anders angegeben)
fennwerte J ’

Kollektor-Reststrom

bei ~Ugg = 20 V, Iy = 0 -Igg o = 0,7 (f 3 MY
bei -Ucg = 20 V, Iy =0, 95 = 60 °C: -Icgo = 7(3 30) LA
Kollektor-Emitter-Reststrom <
bei ~Uop = 25 V, Ip = 0: -leg o 3 500 LA
Emitter-Reststrom ¢
bei —Ugg = 0,5 V, I; = 0: -Igg g = 4 (2100) pA
Basisstrom und Basisspannung ¢
bei -Upp = 12 V, I = 1,5 mA: -Iy 25 (2 150) HA *)
- = 380 (320...430) mv *
Ugg
bei -Upp = 6V, -Ig = 2 mA: -Ig - 31 iy
. - = 380 (320...430) mv
bei “~Ucg = 6V, -Ig = 5 mA: -Ig = 56 uA
~Ugp = 405 (360...450) mV
GroBsignaI—KurzschluB-Stromverstﬁrkung
bei -Ugg = 12 V, -Ip = 1,5 mA: By = 60 (2 10)
bei ~Uep = 6V, -Ic = 2 mA: By = 65
bei -Upp = 6 V, -Ig = 5 mA: By = 90
Leistungsverstfrkung
bei —Uep = 12V, -I; = 1,5 mA, f = 800 MHz: vy = 11 (210,2) aB 1)*)
Leistungsverstiirkung riickwirts 1
bei ~Upp = 12 V, -Iy = 1,5 mA, £ = 800 MHz: Vo ek = -23 dB 1)
Rauschzahl < 1
bei Upp = 12 V, -Ip = 1,5 mA, £ = 800 MHz: F = 7(2 8) aB *)*)
Transit-Frequenz ‘
bei ~Upp = 12 V, -Ip = 1,5 mA, f= 100 MHz: £ = 550 MHz
Rlickwirkungskapazitlt
bei ~Uep = 12 V, -I; = 1,5 mA, £ = 450 kHaz: ~C4oe = 0,25 PP
Rlickwirkungs~Zeitkonstante
bei ~Upp = 12 V, -Is = 1,5 mA, f = 2,5 MHz: Tpp1°Chip = 3 ps
Vierpol-Koeffizienten bei Vg =12V, Iy = 1,5 mA, £ = 800 MHz:
€11p = 7 mS -Z19p = 0,2 mS g21p = 11,5 mS g22p = 0,5 mS
~bysp = 11 mS ~bygy, = 0,36 mS boyp, = 8 mS bogy, = 7,5 mS
|712n| = 0,4 ms [Vo1| = 14 ms
-P1op = 120 ° 921p = 35°
1) in der umseitig angegebenen MeBschaltung *) AQL = 0,65 %
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12.66
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AFY 16

MeBschal tung fiir VF' Vp rilckund F:

a

|

Leitungskreis
mit Auskopplung

+—C

60Q
r Empfanger)
R, = 60 Q
By = 1,4 ko

Ry ist die Parallelschaltung des
transformierten Lastwiderstandes
mit dem Kreiswiderstand, bezogen
auf den Kollektor des Transistors

F
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